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Resumo

O estudo de nanomateriais coloidais, devido a suas potenciais aplicagdes, ganha crescente importancia no cenario
nanotecnolégico atual, ja que sdo postulantes a aplicagdes como emissores de luz. Porém, o que limita o uso desses
materiais é sua baixa eficiéncia de emissdo em dispositivos, em maior parte causada pelo chamado efeito Auger, definido

como um processo de interagdo coulombiana ultrarrapido entre portadores de carga.
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Introducéo
O objetivo desse projeto é procurar entender melhor a
dindmica do efeito Auger e quais fatores podem atenua-
lo, tornando mais vidvel a utilizacdo desses nanomateriais
em dispotivos tais como televisores e smartphones. A
diminuicdo da emissdo é causada pelo fato do Efeito
Auger consistir em ser um processo de recombinacao
ndo-radiativa, ou seja, o elétron recombinado ndo dissipa
sua energia com a emissdo de um féton, e sim pela
transferéncia dessa energia a outro elétron que sobe a um
nivel mais energético. Para a visualizacdo do Auger na
pratica através da medida do tempo de vida de alguns
pontos quanticos foi introduzido e utilizado o experimento
conhecido como TCSPC (Contagem de Féton Unico
Correlacionado no Tempo), que consiste em excitar a
amostra através de um laser e detectar os fétons emitidos
através do detector.
J& sabemos, porém, alguns fatores que afetam o tempo
de vida Auger, como, por exemplo, o tamanho e a
estrutura do ponto quéantico utilizado. A diminuicdo do
efeito Auger nestes caso se deve a diminuicdo do overlap
das fungdes de onda de elétron e buraco, o que se traduz
em uma redugdo na interagdo elétron-buraco.
Além disso, também foi realizado o experimento de lasing,
afim de conhecer o threshold (limiar entre dominancia de
emissdo espontanea e estimulada) de alguns pontos
guanticos.
Resultados e Discusséo
Com o TCSPC é possivel comprovar que, no comec¢o, ha
muitos biexcitons, e entdo ha muita interacdo
coulombiana entre eles e a intensidade do efeito Auger é
grande, e ele é entdo percebido ja que ha um rapido
decaimento do nimero de fotons emitidos.
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Figura 1. Curva produzida pelo TCSPC, relacionando intensidade da
fotoluminescéncia que chega ao detector com o tempo.

Além do TCSPC, também foi utilizado um experimento
com objetivo de analisar o limiar para amplificacdo de
emissao estimulada (lasing) de algumas amostras. Isso
ocorre quando a amostra é submetida a uma alta poténcia
e entdo emite muitos fotons.

Os dados obtidos acerca da incidéncia de poténcia
crescente de um feixe mostra 0 exato momento no qual
ocorre o lasing, e com isso é possivel visualizar o
threshold, ponto no qual a estimulada domina a emisséo
espontanea, essa responsavel pelo maior nimero de
fétons emitidos ja que esse tipo de emissdo emite dois
fétons em cada processo, enquanto a emissao
espontanea apenas um.

500000

[~e—{area]

400000 4

300000

Area

200000 4

100000 4

10 20 30 40

Potencia (mW)

Figura 2. Gréfico que relaciona a poténcia incidente na amostra pela
guantidade de fotons detectados pelo detector.

Conclusdes
Com os estudos realizados durante o projeto foi possivel
entender a natureza ultrarrapida do efeito Auger, fatores
gue podem modifica-lo e entdo minimiza-lo. Além disso,
também foi possivel visualizar como a emissdo depende
da poténcia incidente na amostra.
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